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【緒言】逐次浸透合成 (SIS) は、反応性無機前駆体と酸化剤の交互暴露による浸透と酸化を繰り

返し、有機材料内部に有機－無機ハイブリット構造を形成する手法である。我々はトリメチルア

ルミニウム (TMA) を無機前駆体とした AlOxの SISを施すことにより、光ナノインプリント用樹

脂薄膜のエッチング耐性の向上を示してきた[1]。本研究では、AlOxの SISにおけるサブ 50 nmラ

インパターンの形状安定性向上を目指し、易凝縮性ガス trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (TFP) 利用

光ナノインプリント[2]に適したガス吸収が僅少な多官能架橋剤を選定し、架橋剤添加による無機

前駆体暴露に対する成形パターンの形状安定性を検討した。 

【実験】グローブボックスに TFPを封入し、4種類の架橋剤の TFP吸収量を重量変化から求めた。

当グループで開発した光硬化性液体 NL-SU1[3]に 10 w%の架橋剤を添加し、TFP雰囲気下で光ナノ

インプリント成形を行った。離型処理を施した線

幅 45 nmの凹ラインパターン (LS 比 1:1) を有す

るシリカモールドを用いた。既報[1]に準じ、基板

温度 100 ℃、TMAおよび酸化剤H2O暴露時間 180 

sの条件で 5サイクルの SISを施し、パターン形状

を FE-SEMにより評価した。 

【結果と考察】0.074 mol/mol の小さな TFPモル吸

収量を示した dipentaerythritol hexaacrylate (6-Ac) 

を架橋剤に選定した。架橋剤未添加の NL-SU1 パ

ターンの SIS処理後の FE-SEM像を図 1に示す。

隣り合う 2 つのラインが融合した倒れ欠陥がパタ

ーン領域全体で観察された。一方、6-Acを添加す

ることで、同様の欠陥発生が抑制されることがわ

かった。低 TFP吸収特性を示す架橋剤の添加によ

り、成形パターンの無機前駆体暴露に対する形状

安定性が向上し、倒れ欠陥の低減が認められた。 
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Figure 1. (a) FE-SEM image of 45-nm-width 

convex line and space patterns of NL-SU1 

resist without a cross-linking agent after 

5-cycles SIS. (b) Schematic illustration of 

defect generation of convex line resist patterns 

induced by SIS. 
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